








































































































专利名称(译) 发光器件，显示器件和半导体器件

公开(公告)号 US20130187187A1 公开(公告)日 2013-07-25

申请号 US13/739593 申请日 2013-01-11

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所CO.，LTD.，

当前申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

[标]发明人 MATSUKURA HIDEKI

发明人 MATSUKURA, HIDEKI

IPC分类号 H01L27/24 H01L33/62

CPC分类号 H01L27/2436 H01L33/62 H01L29/7869 H01L27/124 H01L2924/0002 H01L27/3276 H01L2924/00

优先权 2012010155 2012-01-20 JP

其他公开文献 US8912547

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种发光装置，包括半导体层;半导体层上的第一绝缘层;栅电极和第一绝
缘层上的第一导电层;栅电极和第一导电层上的第二绝缘层;源电极和漏电
极以及第二绝缘层上的第二导电层;源电极和漏电极以及第二导电层上的
第三绝缘层;第三电极和第三绝缘层上的第三导电层;覆盖第一电极的端部
的平坦化膜;第一电极上的电致发光层;在电致发光层和平坦化膜上设置第
二电极。第二电极通过设置在平坦化膜中的开口部分电连接到第三导电
层。开口部分与第一，第二和第三导电层重叠。
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